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１． はじめに 

半導体集積回路の微細配線抵抗を低く抑える為には、配線膜の結晶粒径を大きくする必要が

あり(1)、新電解めっき技術をもって添加剤無しで結晶粒径の大きい微細配線膜を実現した(2)。

さらに抵抗を下げるには、電気伝導度の低いバリア及びシード下地膜を薄膜化することが望ま

れる。一方ダマシンプロセスと呼ばれる従来の電解めっき技術では、下地膜を通電用として使

用する為、薄膜化による抵抗増大は均一性を損ねる問題がある(3)。今回、新電解めっき技術で

下地 Ru膜上に一般的な Cuシード膜無しで Cu微細配線の埋込を行ったので報告する。 

２．実験 

新電解めっきでは静電界を利用し、添加剤無しで配線溝の底

部に Cu結晶核を形成し、ボトムアップで結晶膜を成長させる。

新電解めっき装置概要を(Fig-1)に示す。静電界を利用し、Cu

イオンを配線溝底に配列、還元を繰り返す。イオン配列量は、

陰極電気二重層の容量に比例する為、従来の電解めっきと異な

り、下地膜抵抗影響が軽減される。またシード膜は無いので、

Cu還元原子と下地 Ruとの密着性を上げる為パルス条件の最適

化を行う。陰極には、(Fig-2)に示すような高アスペクト比の

Ru 下地膜の 25nmL/S パターン試料を配置し、電解液は添加剤

無しの硫酸銅溶液を用い 60vのパルス電圧を 3分間印加した。 

３．結果と考察 

（Fig-3）に熱アニール前の成膜結果を示す。添加剤無しで

シードレス Ru 膜上に粒径の大きい結晶膜の埋込が出来た。配線溝底の

Via 部の埋込不足の課題は有るが、３㎜□試料に均一な成膜が実現出来

た。今後 Via部含めた大粒径の埋込実現に向けて研究を進め半導体微細

化の重要課題の配線抵抗の低減を進めたい。今回新電解めっき研究では、

並行してイオンの泳動、配列シミュレーション、及び静電界での反応挙

動検証も行っているので紹介する。 
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